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4M ビッ ト  (256K × 16) スタテ ィ ッ ク RAM

特長

■ 超高速動作 : 45ns

■ 温度範囲

❐ 産業用 : –40°C ～ 85°C

■ 広い電圧範囲 : 2.2V ～ 3.6V、 4.5V ～ 5.5V

■ 待機時超低消費電力

❐ 標準待機時電流 : 3.5A
❐ 最大待機時電流 : 8.7A

■ 超低アクテ ィブ電力

❐  標準アクテ ィブ電流 : 3.5mA、 f = 1MHz 時

■ 選択解除の時、 自動パワーダウン

■ 最適な速度と電力のための相補型金属酸化膜半導体 (CMOS)

■ 44 ピン TSOP II パッケージで入手可能

機能説明

CY62146GNは 16 ビッ トによる 256K ワードで構成される高性

能 CMOS スタテ ィ ック RAM です。 このデバイスは超低アク

ティブ電流で動作するように設計された高度回路デザインを備

えています。 超低アクティブ電流は携帯電話などのポータブル

アプリケーシ ョ ンにおける More Battery Life (MoBL®) の提供

に最適です。 デバイスはまた、 アドレスがトグルされていない

時、大幅に 80％の消費電力を削減する自動パワーダウン機能を

備えています。 デバイスは選択解除 (CE HIGH) されると 99％
以上の消費電力を削除する待機時モードにもすることができま

す。 入力と出力のピン (I/O0 ～ I/O15) は、 デバイスが選択解除

(CE が HIGH)、 出力が無効 (OE が HIGH)、 バイ ト High イネー

ブルとバイ ト Low イネーブルの両方が無効 (BHE と BLE が
HIGH) 、 または書き込み動作が動作中 (CE と WE が LOW) の
時に高インピーダンス状態になります。

デバイスに書き込むためにチップ イネーブル (CE) および書き

込みイネーブル (WE) 入力を LOW にします。バイ ト Low イネー

ブル (BLE) が LOW の時、 I/O ピン (I/O0 ～ I/O7) からのデータ

はアドレス ピン (A0 ～ A17) で示された位置に書き込まれます。

バイ ト High イネーブル (BHE) が LOW の時、 I/O ピン (I/O8 ～

I/O15) からのデータはアドレス ピン (A0～A17) で示された位置

に書き込まれます。

デバイスから読み出すためには、 書き込みイネーブル (WE) を
HIGH にしながら、 チップ イネーブル (CE) および出力イネー

ブル (OE) を LOW にします。 バイ ト Low イネーブル (BLE) が
LOW の時は、 アドレス ピンで示されるメモリ位置からのデー

タは、 I/O0 ～ I/O7 に現れます。 バイ ト High イネーブル (BHE)
が LOW の時、メモリからのデータは I/O8 ～ I/O15 に現れます。

読み出しモード と書き込みモードの詳細な説明については、 11
ページの真理値表をご参照ください。

ロジック  ブロック図

256K x 16

RAM アレイ
I/O0 ～ I/O7

行
デ

コ
ー

ダ
ー

 

A8
A7
A6
A5

A2

 aa 列デコーダー

A
11

A
1

2

A
1

3

A
14

A
15

セ
ン
ス

 ア
ン
プ

データ入力ド ライバ

OE

A4
A3 I/O8 ～ I/O15

CE

WE
BHE

A
16

A0

A1

A9

A10

BLE

A
17



CY62146GN MoBL®

文書番号 : 002-10964 Rev. ** ページ 2 ／ 16

目次

ピン配置 .............................................................................  3
製品ポート フォリオ ........................................................... 3
最大定格 ............................................................................. 4
動作範囲 ............................................................................. 4
電気的特性 .......................................................................... 4
静電容量 ............................................................................. 5
熱抵抗 ................................................................................. 5
AC テストの負荷および波形 .............................................. 5
データ保持特性 .................................................................. 6
データ保持波形 .................................................................. 6
スイッチング特性 ............................................................... 7
スイッチング波形 ............................................................... 8
真理値表 ........................................................................... 11

注文情報 ........................................................................... 12
注文コードの定義 ...................................................... 12

パッケージ図 .................................................................... 13
略語 .................................................................................. 14
本書の表記法 .................................................................... 14

測定単位 .................................................................... 14
改訂履歴 ........................................................................... 15
セールス、 ソリューシ ョ ン、 および法律情報 ................. 16

ワールドワイ ド販売と設計サポート  ......................... 16
製品 ........................................................................... 16
PSoC® ソリューシ ョ ン ............................................ 16
サイプレス開発者コ ミ ュニテ ィ  ................................ 16
テクニカル サポート  ................................................. 16



CY62146GN MoBL®

文書番号 : 002-10964 Rev. ** ページ 3 ／ 16

ピン配置
図 1.  44 ピン TSOP II ピン配置 [1]
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製品ポート フォリオ

製品 範囲
VCC の範囲 (V) 速度 

(ns)

消費電力

動作時の ICC (mA) スタンバイ時 ISB2 
(A)f = 1MHz f = fmax

Min Typ[2] Max Typ[2] Max Typ[2] Max Typ[2] Max

CY62146GN30
産業用 

2.2 3.0 3.6 45
3.5 6 15 20 3.5 8.7

CY62146GN 4.5 5.0 5.5 45

 注 :
1. NC ピンはダイに接続されていません。

2. 標準値は単なる参照値であり、 保証または試験されていません。 測定値は、 VCC = VCC(typ)、 TA = 25 °C で測定しています。
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最大定格

最大定格を超えると、 デバイスの寿命が短く なる可能性があり
ます。これらのユーザー ガイドラインはテストが行われていま
せん。

保存温度 ..................................................... –65°C ～ +150°C

通電時の周囲温度....................................... –55°C ～ +125°C

グランド電位に対する供給電圧 ...........–0.3V ～ VCC + 0.3V

High-Z 状態の出力に
印加される DC 電圧 [3、 4] ...................–0.3V ～ +VCC + 0.5V

DC 入力電圧 [3、 4] ..............................–0.3V ～ +VCC + 0.5V

出力に流れ込む出力電流 (LOW) .................................. 20mA

静電気放電電圧
 (MIL-STD-883、 メ ソ ッ ド 3015 による ) ...............  > 2001V

ラッチアップ電流 ................................................... > 200mA

動作範囲

デバイス 範囲 周囲温度 VCC 
[5]

CY62146GN30 産業用 -40°C ～ +85°C 2.2 V ～ 3.6 V、
4.5V ～ 5.5V

電気的特性

動作範囲全般

パラメーター 説明 テスト条件
45ns

単位
Min Typ[6] Max

VOH 出力 HIGH
電圧

2.2V ～ 2.7V VCC = Min、 IOH = –0.1mA 2 – – V

2.7V ～ 3.6V VCC = Min、 IOH = –1.0mA 2.2 – –

4.5V ～ 5.5V VCC = Min、 IOH = –1.0mA 2.4 – –

4.5V ～ 5.5V VCC = Min、 IOH = –0.1mA VCC – 0.5[7] – –

VOL 出力 LOW
電圧

2.2V ～ 2.7V VCC = Min、 IOL = 0.1mA – – 0.4 V

2.7V ～ 3.6V VCC = Min、 IOL = 2.1mA – – 0.4

4.5V ～ 5.5V VCC = Min、 IOL = 2.1mA – – 0.4

VIH
[4]

入力 HIGH
電圧

2.2V ～ 2.7V – 2.0 – VCC + 0.3 V

2.7V ～ 3.6V – 2.0 – VCC + 0.3

4.5V ～ 5.5V – 2.2 – VCC + 0.5

VIL
[3]

入力 LOW
電圧

2.2V ～ 2.7V VCC = 2.2V ～ 2.7V –0.3 – 0.6 V

2.7V ～ 3.6V VCC = 2.7V ～ 3.6V –0.3 – 0.8

4.5V ～ 5.5V – –0.5 – 0.8

IIX 入力リーク電流 GND < VI < VCC –1 – +1 mA

IOZ 出力リーク電流 GND < VO < VCC、 出力無効 –1 – +1 mA

ICC VCC の動作電源電流 f = fmax = 1/tRC VCC = VCC(max)、
IOUT = 0mA 
CMOS レベル

– 15 20 mA

f = 1MHz – 3.5 6

ISB1 自動 CE のパワーダウン
電流 – CMOS 入力

CE > VCC – 0.2 V、

VIN > VCC – 0.2 V または VIN < 0.2 V、

f = fmax ( アドレスおよびデータのみ )、

f = 0 (OE、 BHE、 BLE および WE)、
VCC = 3.60 V

– 3.5 8.7 mA

ISB2 
[8]

自動 CE のパワーダウン
電流 – CMOS 入力

CE > VCC – 0.2 V、
VIN > VCC – 0.2 V または VIN < 0.2 V、
f = 0、 VCC = 3.60 V

– 3.5 8.7 mA

注 :
3. 2ns 未満のパルス幅の場合、 VIL(min) = –2.0V。
4. 2ns 未満のパルス幅の場合、 VIH(max) = VCC + 2V 。
5. 完全なデバイス動作には VDR から 100s を超える VCC (min) までのリニアな VCC ランプ、 または VCC(min) が 100s を超えて安定している必要があります。 
6. 標準値は単なる参照値であり、 保証または試験されていません。 測定値は、 VCC = VCC(typ)、 TA = 25 °C で測定しています。 
7. このパラ メーターは設計保証であり、 試験されていません。

8.  ISB1 ／ ISB2 ／ ICCDR の仕様を満たすために、チップ イネーブル (CE) は CMOS レベルに接続する必要があります。他の入力はフローテ ィ ング状態のままにするこ

とができます。
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静電容量

パラメーター [9] 項目 テスト条件 Max 単位

CIN 入力容量 TA = 25°C、 f = 1MHz、 VCC = VCC(typ) 10 pF

COUT 出力容量 10 pF

熱抵抗

パラメーター [9] 項目 テスト条件 TSOP II 単位

JA 熱抵抗
( 接合部から周囲 )

無風時、 3×4.5 インチの 4 層プリン ト回路基板に半
田付け

68.85 C/W

JC 熱抵抗
( 接合部からケース )

15.97 C/W

AC テストの負荷および波形
図 2.  AC テストの負荷と波形 [10]
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パラメーター 2.50V 3.0V 単位

R1 16667 1103 

R2 15385 1554 

RTH 8000 645 

VTH 1.20 1.75 V

 注 :
9. 開発時、 およびこれらのパラ メーターに影響を与えることがある設計／プロセス変更がある場合にテス ト されます。

10.完全なデバイス動作には VDR から VCC(min) までのリニア VCC ランプが 100s 以上であるか、 または VCC(min) が 100s 以上で安定している必要があります。
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データ保持特性

動作範囲全般

パラメーター 説明 条件 Min Typ Max 単位

VDR データ保持用の VCC 1.0 – – V

ICCDR 
[11、 12] データ保持電流 VCC = 1.2V、 CE > VCC – 0.2V、

VIN > VCC – 0.2V または VIN < 0.2V

– – 13 A

tCDR
[13]

チップの選択解除からデータ

保持期間までの時間

– 0 – – ns

tR 
[14]

動作回復時間 – 45 – – ns

データ保持波形
図 3.  データ保持波形
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 注 :
11. ISB1 ／ ISB2 ／ ICCDR の仕様を満たすために、チップ イネーブル (CE) は CMOS レベルに接続する必要があります。他の入力はフローテ ィング状態のままにする

ことができます。

12. ICCDR はデバイスが最初に VCC(min) に電源投入され、 VDR に下げられた後でのみ保証されています 。

13.開発時、 およびこれらのパラ メーターに影響を与えることがある設計／プロセス変更がある場合にテスト されます。

14.完全なデバイス動作には VDR から VCC(min) までのリニア VCC ランプが 100s を超えるか、 または VCC(min) が 100s 以上で安定している必要があります。 
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スイッチング特性

動作範囲全般

パラメーター [15、 16] 説明
45ns 

単位
Min Max

読み出しサイクル

tRC 読み出しサイクル時間 45 – ns

tAA アドレス指定からデータ有効までの時間 – 45 ns

tOHA アドレス変更からのデータ  ホールドまで 10 – ns

tACE CE LOW からデータ有効まで – 45 ns

tDOE OE LOW からデータ有効まで – 22 ns

tLZOE OE LOW から Low-Z までの時間 [17] 5 – ns

tHZOE OE HIGH から High-Z までの時間 [17、 18] – 18 ns

tLZCE CE LOW から Low-Z までの時間 [17] 10 – ns

tHZCE CE HIGH から High-Z までの時間 [17、 18] – 18 ns

tPU CE LOW からパワーアップまでの時間 [16] 0 – ns

tPD CE HIGH からパワーダウンまでの時間 [16] – 45 ns

tDBE BLE ／ BHE LOW からデータ有効までの時間 – 22 ns

tLZBE BLE ／ BHE LOW から Low-Z までの時間 [17] 5 – ns

tHZBE BLE ／ BHE HIGH から High-Z までの時間 [17、 18] – 18 ns

書き込みサイクル [19、 20]

tWC 書き込みサイクル時間 45 – ns

tSCE CE LOW から書き込み完了まで 35 – ns

tAW アドレス セッ トアップから書き込み終了までの時間 35 – ns

tHA 書き込み終了からのアドレス ホールドまでの時間 0 – ns

tSA アドレス セッ トアップから書き込み開始までの時間 0 – ns

tPWE WE パルス幅 35 – ns

tBW BLE ／ BHE LOW から書き込み終了までの時間 35 – ns

tSD データ  セッ トアップから書き込み終了までの時間 25 – ns

tHD 書き込み終了からのデータホールドまでの時間 0 – ns

tHZWE WE LOW から Ｈ igh-Z までの時間 [17、 18] – 18 ns

tLZWE WE HIGH から Low-Z までの時間 [17] 10 – ns

 注 :
15.  ト ライステート  パラメータ以外の全てのパラ メータのテスト条件は、 信号遷移時間が 3ns 以下、 タイ ミング基準レベルが VCC(typ)/2 、 入力パルス レベルが

0 ～ VCC(typ) および 5 ページの図 2 に示す通り、 指定された IOL ／ IOH を与える出力負荷を前提にします。

16. これらのパラ メーターは設計保証されます。

17.任意の温度と電圧条件で、 どのデバイスでも tHZCE は tLZCE より短く 、 tHZBE は tLZBE より短く、 tHZOE は tLZOE より短く、 そして tHZWE は tLZWE より短いです。

18. tHZOE、 tHZCE、 tHZBE、 および tHZWE の遷移は出力が高インピーダンス状態に入る時に測定されます。

19. メモリの内部書き込み期間は WE、 CE = VIL、 BHE および／または BLE = VIL のオーバラップで定義されます。 書き込みを開始するには全ての信号は ACTIVE 

( アクテ ィブ ) にする必要があり、 これらの信号のいずれかが INACTIVE ( 非アクテ ィブ ) によって書き込みが終了します。 データ入力のセッ トアップとホール

ドのタイ ミングは書き込みを終了する信号のエッジを基準にする必要があります。

20.書き込みサイクル 3 (WE 制御、 OE LOW) による最小書き込みパルス幅は、 tHZWE と tSD の和である必要があります。
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スイッチング波形
図 4.  読み込みサイクル 1 ( アドレス遷移制御 ) [21、 22]

図 5.  読み込みサイクル 2 (OE 制御 ) [22、 23]

前の有効データ DATA OUTVALID

tRC

tAAtOHA

 アドレス

データ I/O

50%50%

DATA OUTVALID

tRC

tACE

tLZBE

tLZCE

tPU

ハイ インピーダンス

ICC

tHZOE

tHZCE

tPD

tHZBE

tLZOE

tDBE

tDOE

インピーダンス
ハイ  

ISB

データ I/O

OE

CE

VCC
電源

a 電流

BHE/BLE

 a アドレス

 注 :
21. デバイスは継続して選択されています。 OE、 CE = VIL、 BHE および／または BLE = VIL。

22. 読み込みサイクルの間は WE が HIGH です。

23. アドレスは CE の前、 または同時に有効になります。
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図 6.  書き込みサイクル 1 (WE 制御 )  [24、 25、 26]

図 7.  書き込みサイクル 2 (CE 制御 ) [24、 25、 26]
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 注 :
24. メモリの内部書き込み期間は WE、 CE = VIL、 BHE および／または BLE = VIL のオーバラップで定義されます。 書き込みを開始するには全ての信号は ACTIVE

( アクテ ィブ ) でなければなりません。 これらの信号のいずれかが INACTIVE ( 非アクテ ィブ ) になると、書き込みが終了します。データ入力のセッ トアップとホー

ルドのタイ ミングは書き込みを終了する信号のエッジを基準にする必要があります。

25. OE = VIH の場合、 データ I/O は高インピーダンス状態にあります。

26. CE は WE = VIH と同時に HIGH になる場合、 出力は高インピーダンス状態のままです。

27. この周期の間に、 I/O は出力状態であり、 入力信号を印加することはできません。 
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図 8.  書き込みサイクル 3(WE 制御、 OE LOW) [28、 29]

図 9.  書き込みサイクル 4 (BHE ／ BLE 制御、 OE LOW) [28]
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tWC

DATAIN

tBW

tSCE

tPWE

tHZWE

tLZWE

注 30データ I/O

 a アドレス

CE 

WE

BHE/BLE

 注 :
28. CE は WE = VIH と同時に HIGH になる場合、 出力は高インピーダンス状態のままです。

29. 書き込みサイクル 3 (WE 制御、 OE LOW) 用の最小書き込みパルス幅は、 tHZWE と tSD の和である必要があります。

30. この周期の間に、 I/O は出力状態であり、 入力信号を印加することはできません。
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真理値表

CE [31] WE OE BHE BLE 入力／出力 モード 電源

H X X X X High-Z 選択解除／パワーダウン 待機時 (ISB)

L X X H H High-Z 出力は無効 アクテ ィブ (ICC)

L H L L L データ出力 (I/O0 ～ I/O15) 読み出し アクテ ィブ (ICC)

L H L H L データ出力 (I/O0 ～ I/O7); 
I/O8 ～ I/O15 は High-Z

読み出し アクテ ィブ (ICC)

L H L L H データ出力 (I/O8 ～ I/O15); 
I/O0 ～ I/O7 は High-Z

読み出し アクテ ィブ (ICC)

L H H X X High-Z 出力は無効 アクテ ィブ (ICC)

L L X L L データ入力 (I/O0 ～ I/O15) 書き込み アクテ ィブ (ICC)

L L X H L データ入力 (I/O0 ～ I/O7); 
I/O8 ～ I/O15 は High-Z

書き込み アクテ ィブ (ICC)

L L X L H データ入力 (I/O8 ～ I/O15); 
I/O0 ～ I/O7 は High-Z

書き込み アクテ ィブ (ICC)

 注 :
31. チップ イネーブルは CMOS レベルである必要があります ( フローテ ィングでない )。 このピンでの中間電圧レベルは許可されていません。
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注文コードの定義

注文情報

速度
(ns) 電圧範囲 (V)

注文コード
パッケージ図 パッケージ タイプ 動作範囲

45 2.2V ～ 3.6V CY62146GN30-45ZSXI 51-85087 44 ピン TSOP II ( 鉛フリー ) 産業用

4.5V ～ 5.5V CY62146GN-45ZSXI 51-85087 44 ピン TSOP II ( 鉛フリー )

温度グレード : X = I 
I = 産業用 

鉛フリー

パッケージ タイプ : XX = ZS 
ZS = TSOP II

速度グレード : 45ns

電圧範囲 ： 30 = 3V (typ) ； 文字なし  = 5V (typ)

プロセス技術 : G = 90nm

バス幅 : 6 = × 16

容量 : 4 = 4M ビッ ト

ファ ミ リ  コード : 621 = MoBL SRAM ファ ミ リ

会社 ID: CY = サイプレス

CY 45 XX621 4 6 GN 30 X X-
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パッケージ図
図 10.  44 ピン TSOP II パッケージ外形、 51-85087

51-85087 *E



CY62146GN MoBL®

文書番号 : 002-10964 Rev. ** ページ 14 ／ 16

略語 本書の表記法

測定単位略語 説明

BHE バイ ト HIGH イネーブル

BLE バイ ト LOW イネーブル

CMOS Complementary Metal Oxide Semiconductor 
( 相補型金属酸化膜半導体 )

CE チップ イネーブル

I/O 入力／出力

OE 出力イネーブル

SRAM スタティ ック  ランダム アクセス メモリ

TSOP 小型薄型パッケージ

VFBGA Very Fine-Pitch Ball Gird Array 
( 超微細ピッチ ボール グリ ッ ド  アレイ )

WE 書き込みイネーブル

記号 測定単位

°C 摂氏温度

MHz メガヘルツ

A マイクロアンペア

mA ミ リアンペア

ns ナノ秒

 オーム

pF ピコファラッ ド

V ボルト

W ワッ ト
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改訂履歴

文書名 : CY62146GN MoBL®、 4M ビッ ト  (256 K × 16) スタティ ック RAM
文書番号 : 002-10964

版 ECN 番号 変更者 発行日 変更内容

** 5140075 HZEN 03/01/2016 これは英語版 001-95417 Rev. *A を翻訳し  た日本語版 002-10964 Rev. ** です。
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MoBL はサイプレス セミ コンダクタ社の登録商標で、 More Battery Life はサイプレス セミ コンダクタ社の商標です。 本書で言及するすべての製品名および会社名は、 各所有者の商標です。

CY62146GN MoBL®

© Cypress Semiconductor Corporation, 2015-2016. 本文書に記載される情報は予告な く変更される場合があります。 Cypress Semiconductor Corporation ( サイプレス セミ コンダクタ社 ) は、 サイ
プレス製品に組み込まれた回路以外のいかなる回路を使用することに対して一切の責任を負いません。サイプレス セミ コンダクタ社は、特許またはその他の権利に基づく ライセンスを譲渡するこ
とも、 または含意することもありません。 サイプレス製品は、 サイプレスとの書面による合意に基づく ものでない限り、 医療、 生命維持、 救命、 重要な管理、 または安全の用途のために使用する
ことを保証するものではな く、 また使用することを意図したものでもありません。 さらにサイプレスは、 誤動作や故障によって使用者に重大な傷害をもたらすことが合理的に予想される生命維持
システムの重要なコンポーネン ト と してサイプレス製品を使用することを許可していません。 生命維持システムの用途にサイプレス製品を供することは、 製造者がそのような使用におけるあらゆ
るリスクを負う ことを意味し、 その結果サイプレスはあらゆる責任を免除されることを意味します。 

すべてのソース コード  ( ソフ トウェアおよび／またはファームウェア ) はサイプレス セミ コンダクタ社 ( 以下 「サイプレス」 ) が所有し、 全世界の特許権保護 ( 米国およびその他の国 )、 米国の著
作権法ならびに国際協定の条項により保護され、 かつそれらに従います。 サイプレスが本書面によりライセンシーに付与するライセンスは、 個人的、 非独占的かつ譲渡不能のライセンスであり、
適用される契約で指定されたサイプレスの集積回路と併用されるライセンシーの製品のみをサポートするカスタム ソフ トウェアおよび／またはカスタム ファームウェアを作成する目的に限って、
サイプレスのソース コードの派生著作物をコピー、 使用、 変更そして作成するためのライセンス、 ならびにサイプレスのソース コードおよび派生著作物をコンパイルするためのライセンスです。
上記で指定された場合を除き、 サイプレスの書面による明示的な許可な く して本ソース コードを複製、 変更、 変換、 コンパイル、 または表示することはすべて禁止します。 

免責条項 : サイプレスは、 明示的または黙示的を問わず、 本資料に関するいかなる種類の保証も行いません。 これには、 商品性または特定目的への適合性の黙示的な保証が含まれますが、 これに
限定されません。 サイプレスは、 本文書に記載される資料に対して今後予告な く変更を加える権利を留保します。 サイプレスは、 本文書に記載されるいかなる製品または回路を適用または使用し
たことによって生ずるいかなる責任も負いません。 サイプレスは、 誤作動や故障によって使用者に重大な傷害をもたらすことが合理的に予想される生命維持システムの重要なコンポーネン ト と し
てサイプレス製品を使用することを許可していません。 生命維持システムの用途にサイプレス製品を供することは、 製造者がそのような使用におけるあらゆるリスクを負う ことを意味し、 その結
果サイプレスはあらゆる責任を免除されることを意味します。 

ソフ トウェアの使用は、 適用されるサイプレス ソフ トウェア ライセンス契約によって制限され、 かつ制約される場合があります。 

セールス、 ソリューシ ョ ン、 および法律情報

ワールドワイ ド販売と設計サポート

サイプレスは、 事業所、 ソリューシ ョ ン センター、 メーカー代理店および販売代理店の世界的なネッ トワークを保持しています。
お客様の最寄りのオフ ィスについては、 サイプレスのロケーシ ョ ンのウェブページをご覧ください。

製品

車載用 cypress.com/go/automotive

クロック  & バッファ cypress.com/go/clocks

インターフェース cypress.com/go/interface

照明 & 電力制御 cypress.com/go/powerpsoc

メモリ cypress.com/go/memory

PSoC cypress.com/go/psoc

タ ッチ センシング cypress.com/go/touch

USB コン ト ローラー cypress.com/go/USB

ワイヤレス／ RF cypress.com/go/wireless

PSoC® ソリューシ ョ ン

psoc.cypress.com/solutions

PSoC 1 | PSoC 3 | PSoC 4 | PSoC 5LP

サイプレス開発者コ ミ ュニテ ィ

コ ミ ュニティ  | フォーラム | ブログ | ビデオ | ト レーニング 

テクニカル サポート

cypress.com/go/support
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http://www.cypress.com/?id=1353
http://www.cypress.com/?id=1353
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http://www.cypress.com/?id=1932
http://www.cypress.com/?id=1932
http://www.cypress.com/?id=167
http://www.cypress.com/?id=167
http://www.cypress.com/?id=167
http://www.cypress.com/?id=167
http://www.cypress.com/?id=10
http://www.cypress.com/?id=10
http://www.cypress.com/go/wireless
http://www.cypress.com/go/wireless
http://www.cypress.com/?id=1353
http://www.cypress.com/?id=1353
http://www.cypress.com/?id=1353&source=products
http://www.cypress.com/?id=1353&source=products
http://www.cypress.com/?id=1353
http://www.cypress.com/?id=1353
http://www.cypress.com/?id=1353
http://www.cypress.com/?id=1573
http://www.cypress.com/?id=2232
http://www.cypress.com/?id=2232
http://www.cypress.com/?id=2232
http://www.cypress.com/?id=4749
http://www.cypress.com/?id=4562
http://www.cypress.com/?id=2203
http://www.cypress.com/?app=forum
http://www.cypress.com/?id=2200
http://www.cypress.com/?id=2660
http://www.cypress.com/?id=1162
http://www.cypress.com/go/support
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